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【はじめに】空乏領域に保護膜との界面が存在する太陽電池構造において、発電により生成した

キャリアの再結合中心となり得るシリコンと保護膜との界面における界面準位が発電特性に及ぼ

す影響が懸念される。界面準位密度（Dit）は H2雰囲気中で熱処理することで変化することが知ら

れているが、発電特性への影響は詳細に明らかとなっていない。本研究では Silicon-on-Insulator

（SOI）基板を用いた横型構造の太陽電池について、ポストアニール温度と発電特性との関係につ

いて研究を行った。 

【実験手順】SOI層 60nmの SOI基板 2 枚を用いて実験を行った。まず素子分離を行ってからイ

オン注入法により n+領域と p+領域を形成した。一方の基板にはチャージポンピング法により Dit

を評価するための電極として TiN電極を堆積した後、コンタクト電極として Alをそれぞれ堆積し

た。その後、Forming Gas (3%H2) アニール（300℃から 20℃刻みで 400℃まで）と、発電特性の評

価を繰り返し行なった。作製した基板を Fig.1に示す。 

【実験結果】Fig.2に各温度による電圧－電流特性を示す。ここで短絡電流密度と開放電圧に着目

して温度との関係性を表したものを Fig.3に示す。開放電圧はほぼ変化しないが、短絡電流密度は

高温で熱処理により上昇することが読み取れる。 
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Fig.1 Schematic and scanning electron 

microscope images of the devices. 

Fig.3 Measured short-circuit current 

density and open-circuit voltage. 

Fig.2 I-V characteristics measured with 

various annealing temperature. 
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